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Anneotatsiya: Hozirgi kunda yarim o‘tkazgich tuzilmalardan turlicha yangi
go‘llanishlar uchun ajoyib imkoniyatlar yuzaga kelmoqda. Tranzistor tipidagi
kuchaytirish qurilmalarini bunday jabhadan garab chiqish ularning harorat, 324
yorug‘lik nurlanishi, bosim va b. larni qayd gilishi mumkinligini ko‘rsatdi. Ushbu
maqolada diod va tranzistor tuzilmalarning harorat va yorug‘likka sezgirlikning
fizikaviy asoslari bo‘yicha, shuningdek ularning xossalarini konstruktiv va
sxemotexnik yechimlar orgali boshqgarish masalalari bo‘yicha ma’lum ishlar ko‘rib
chiqiladi.
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AHHOTanusA: B HacTos1jee BpeMsi MOTYTIPOBOJAHUKOBbIE CTPYKTYPbl UMEIOT
Oosbiliie BO3MOKHOCTH /i1 PA3/IMYHBIX HOBBIX TIPUMEHEHHU. Y CHUIUTe/bHbIe
YCTPOWCTBa TPAH3UCTOPHOIO TUMA C 3TOU TOUKM 3pEHHs, UX TemreparTypa,
CBEeTOBOe U3TyueHue, aBjeHre U T.[l. TI0Ka3ajl, YTO MOJKeT 3anvcbiBaTh. B 1aHHOU
CTaThbe PacCMOTPEHbI OT/e/ibHble paboThl MO (PU3NUECKUM OCHOBAM TEepPMO- U
CBETOUYBCTBUTE/JLHOCTU AUOAHBIX W TPAH3UCTOPHBIX CTPYKTYp, a TakKxe II0
BOIPOCaM yTIpaBJ/ieHUsI UX CBOMCTBaMU MOCPEACTBOM KOHCTPYKTUBHBIX U CXE€MHbBIX
TeXHUYECKUX PeLLeHUH.

KnwueBbie c/o0Ba: T0/JyNIPOBOJHUKOBbIE CTPYKTYpPbl, TPaH3UCTOPHbIN

yCU/INTe/b, AUO0A, TPAH3UCTOP, CBETOBOE U3/TyUEHUE.
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INTRODUCTION OF DYNAMIC VOLTAGE AMPLIFIER ON FIELD
TRANSISTORS IN THE LEARNING SYSTEM
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Abstract: At present, semiconductor structures have great potential for
various new applications. Amplifying devices of the transistor type from this point
of view, their temperature, light emission, pressure, etc. showed that he could
write. This article discusses individual works on the physical foundations of
thermal and light sensitivity of diode and transistor structures, as well as on the
control of their properties through design and circuit technical solutions.
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light radiation.
KIRISH.

MP3 pleerlar, mobil telefonlar, PDA va GPS kabi o'rnatilgan tizimlar tobora
ko'proq murakkab funktsiyalarni birlashtiradi va shuning uchun ko'proq energiya
sarflaydi. Ushbu o'rnatilgan tizimlarning ijro etish vaqti to'gridan-to'g'ri
ishlatiladigan batareya texnologiyasiga, shuningdek, umumiy quvvat sarfiga
bog'liq. Ushbu funktsiyalar orasida audio gismi mobil telefonda quvvat sarfining
uchdan bir qismini tashkil giladi. Shu sababli, o'rnatilgan audio tizimning
iste'molini qisqartirish, o'rnatilgan tizim avtonomiyasini yaxshilashning asosiy
omilidir. Ovoz kuchaytirgichlarining energiya samaradorligini oshirish muhim.
Bizning maqolamiz, quloq telefonlari uchun audio kuchaytirgichlarning quvvat
sarfini kamaytirish bilan bog'liq. Ishlash vaqti, eshitish vositasi mobil telefonlarda
ijro vaqtini yaxshilashning asosiy yo'nalishlaridan biridir.

Audiokuchaytirishni ta'minlovchi birinchi avlod klapan kuchaytirgichlari
1915 yilda dan beri, tranzistorlar va chizigli AB kuchaytirgichi kabi tegishli
arxitekturalarning paydo bo'lishi bilan elektronikada katta yutuqlarga erishildi.
Ular mukammal chiziglilik va nisbatan past amalga oshirishligi bilan audio

signalni takrorlash imkonini berdi. Biroq, AB sinfidagi kuchaytirgichlar Vour
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signalining RMS kuchlanishi va Vpp quvvat manbai o'rtasidagi munosabatda

cheklangan samaradorlikka ega.

P, it

Bu ifoda arzimas sokin ogimga ega sof sinusoidal signallar uchun amal
giladi. Amalda, real ish sharoitida samaradorlik past bo'ladi. Darhaqiqat, talab
gilinadigan tovush darajasi hech qachon maksimal bo'lmaydi va audio
signallarning shakli yuqori dinamik diapazonga ega (5 dan 20 dB gacha bo'lgan
tepalik faktoriga ega) sinusoidal to'lgindan farq giladi. Eshitish vositalariga
etkazilgan nominal quvvat maksimal quvvatdan kamroq, odatda 100 mkVt (1 Vims
da 32 Q bilan taxminan 30 mVt). Shuning uchun chiqish amplitudasi fagat bir
necha foiz samaradorlikka olib keladigan kuchlanishiga nisbatan juda past.
Eshitish vositalarida ishlatiladigan kuchaytirgichlarning samaradorligini oshirish
uchun boshga tuzilmalar o'rganildi. Kommutatsiyalangan kuchaytirgichlar, yani D
sinfi [1] yuqori samaradorlikni ko'rsatadi. Kommutatsiyalangan arxitektura (kichik
o'tkazuvchanlik yo'qotishlari) va chiziqli arxitekturaning (kichik statik yo'qotishlar
va yaxshi chiziqlilik) afzalliklarini birlashtirish uchun gibrid tuzilmalar joriy etildi.
Parallel gibrid kuchaytirgichlar (klass-K) [1-2] yuqori statik iste'moli tufayli atigi
100 mkVt quvvatda past samaradorlikka ega.

Class-G yoki H tipidagi seriyali gibrid kuchaytirgich yuqori chiziglilik bilan
nominal samaradorlikni sezilarli darajada oshiradigan arxitektura hisoblanadi. Ular
darajali detektor tomonidan boshgariladigan bir yoki ikkita kommutatsiya
kuchlanish konvertorlari tomonidan ta'minlangan AB sinfidagi kuchaytirgichni o'z
ichiga oladi (1-rasm). Salbiy kuchlanish regulyatori chiqish signalining umumiy
rejimini nolga markazlashtirish uchun ishlatiladi va shu bilan tashqi AC ulanish
ko'rsatkichlaridan  foydalanishni  oldini oladi. Printsip o'tkazuvchanlik
yo'qotishlarini kamaytirish uchun chiziqgli kuchaytirgichni signal amplitudasining
funktsiyasi sifatida dinamik ravishda ta'minlashdan iborat. Joriy Class-G

topologiyasi 1-rasmda ko'rsatilgan. Samaradorlikni oshirish uchun beshta blokni



optimallashtirish mumkin: batareya xujayrasi, chizigli kuchaytirgich, dinamik,

DC/DC konvertori va quvvat manbaini almashtirish algoritmi (PSSA) amalga

oshirilgan.
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1-rasm. Class-G topologiyali signalni vaqtinchalik kuchaytirish diagrammasi.
METODLAR.

1. 5000 dan ortiq tranzistorlar mavjud bo'lgan G sinfidagi kuchaytirgichlar
[3] tranzistorlar darajasida bir necha millisekundlik o'tish davrini simulyatsiya
qilish uchun bir necha haftalik hisoblashni talab qgiladi. Ushbu hisoblash vaqtini
gisqartirish va uzoqroq vaqtinchalik simulyatsiyani yoqish uchun, tez va aniq

model taklif etiladi.

2. Hozirgi eng ko'p ishlatiladigan Class-G arxitekturasiga asoslangan.
Quvvat manbalari darajasini nazorat qilish uchun daraja detektori bilan bog'langan
ikkita kommutatsiyalanuvchi DC/DC konvertorlari bilan ta'minlangan Class-AB
kuchaytirgichidan iborat. Ushbu darajadagi detektorning maqsadi AB sinfidagi
kuchaytirgichdagi yo'qotishlarni kamaytirish uchun quvvat manbalarini chiqgish
signaliga imkon qadar yaqinrog, uni kesmasdan o'tkazishdir. Shuning uchun u
kirish signalining amplitudasi funktsiyasi sifatida ikkita konvertorning mos
yozuvini o'zgartiradi. Shu bilan birga, signalning amplitudasi o'zgarishi keyingi
quvvat manbai giymatiga erishish uchun sarflangan vaqtdan tezroq bo'lishi
mumkin, bu esa chiqish signalining kesilishiga olib keladi. Bundan tashqari,
hozirgi G sinfidagi mustaqil kuchaytirgichlar [4-5] analog tipdagi kirishlari bilan
garor gabul gilish va signalni kuchaytirish o'rtasida hech ganday kechikishga yo'l



go'ymaydi. Har ganday yakuniy kesishning oldini olish uchun chigish signali

amplitudasi va quvvat manbai o'rtasidagi farq kiritiladi.
NATIJALAR.

Bizning modelimizni tasdiglash uchun G2 sinfidagi ikkita kuchaytirgich [1]
ishlatilgan. QO'lchovlardan modelning kirish parametrlari topildi. Keyin
simulyatsiya natijalari ushbu sxemalarning turli quvvatdagi xarakteristikalari bilan
solishtirildi. 2-rasmda sinov dastgohi va sxema uchun tagqoslash natijasi
ko'rsatilgan. Bu erda ishlatiladigan konfiguratsiya 47 Q sof garshilik zaryadi, 3,6V
kuchlanishdagi turli xil audio sinov signallari. Iste'moldagi nisbiy xatolik uchun
sinovdan o'tgan butun quvvat oralig'ida 5% dan 10% gacha. Shunday qilib, bu

natijalar bizning modellashtirishning ishonchliligini tasdiglaydi.

2-rasm Model/o'lchovni taqqoslash.

Signalning quvvat manbaini almashtirishga ta'siri 3-rasm, biz uchta sinov
signali uchun modeldan simulyatsiya qilingan tomonidan berilgan iste'molni
solishtiramiz. Shuning uchun iste'molda ishlatiladigan signal tanlangan PSSAga
bog'liq. Masalan, Nel signal uchun quvvatning 10 mVt ga oshishi |a£VSS| ga
erishishga to'g'ri keladi. Quvvat manbai ikkinchi giymatiga o'tadi. Ovozli signallar
uchun (Ne 2 va Ne 3), tepalik omili oshirilganda yorilish yanada progressiv bo'ladi.

Shuning uchun PSSA kuzatilganidan pastroq quvvatda ta'sir giladi.
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12-rasm. Uchta sinov signali uchun Class-G2 iste'moli.

XULOSA.

Xulosa qilib aytganda, ushbu maqgola quvvat sarfini kamaytirish uchun
minigarnituralarga bag'ishlangan seriyali gibrid kuchaytirgich uchun PSSA
strategiyasini o'rganishni taqdim etdi. Birinchidan, iste'molni taqlid gilish va qayta
sozlanishi, PSSA funktsiyasi sifatida, ovoz sifatini bashorat gilish uchun, xatti-
harakatni modellashtirish amalga oshirildi. Ushbu modellashtirish hisoblash
vaqtini sezilarli darajada gisqartirish imkonini berdi va shu bilan bir necha soniyali
real signallarni simulyatsiya gilish imkonini berdi. Model ikkita mavjud sxemada

ham tasdiglangan. Bundan tashqari, u boshga elektr arxitekturalariga osongina

moslashtirilishi mumkin.
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